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Esta invencidn se refiere a perfeccionamientos en cé;
lulas electroliticas de diafragnma.

VMés particularmente, se refiere a cdlulas electroli-
ticas de diafragma que poseen &nodos fabricados de un metal
formador de pelfcula y que llevan un revestimiento elsotrocatg

. 1Lticemente activo. Se refie;e en especial a cdlulas de dia-
fragma para la electrdlisis de soluciones acuosas de haluros
de metal alcalino.

Se conoce una amplia variedad de células de diafrag-
ma que consisten en principio én una serie de dnodos y una se-~
rie de cdtodos dispuestos de forma alternativa paralela y sapg
rados entre sf por un diafragma gensiblemente vertical. En las
cdlulas de disefio reciente, los dnodos presentan conveniente-
mente la forme de placas de un metal formador de pelfcula (por
lo comin titanio) y lleven wn revestimiento electrocatalitica-
mente activo (por ejemplo, un dxido metdlico del grupo plati-
no); los cdtodos presenten convenientemente la forma de una
placa perforads o tamiz metdlico (por lo comin de acero suave)
.y'los diafragmas, que de ordinario se depositan sobre o ajus-
tan a la superficie de los cdtodos, se fabrican convenientemen
te de amianto o de un material polimdrico orgdnico sintdtico,
por ejemplo politetrafluoretileno o fluoruro de polivinilide-
no. '

Al poner en funcionamiento una célula de diafragma,
es conveniente operar con una distancia lo menor posible entre
el dnodo y el cdtodo (la separacidn gnodo/cdtodo) con el fin
de reducir a un minimo las pdrdidas ohmicas (¥ por ende el vol
taje de la cdlula). Al propio tiempo, es deseable actuar en
una densidad de corriente econdmica, por ejemplo 2 KA/m2.

El uso de elevadag densidades de corriente se tradu-
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" ce en un alto porcentaje de desprendimiento de gas (por e jem—
plo cloro) durante la electrdlisis y si este desprendimiento
.tiene lugar en un espacio intermedio gnodo/cdtodo estrecho pue
de 2 su vez producir una espwna de ges y'electrdlitbf' Esta eg
puma puede llener parcislmente el vacfo dnodo/cdtodo en el com
. partimiento anolitico, éonduciendo por ende el electrdlito fue
ra del espacio intermedio y aumentando la resistencia a una
nusfa electrdlisis. Este probleme ha sido mitigado utilizendo
dnodos metdlicos provistos de una pluralidad de elementos alar
gados dispuestos verticalmente (como por ejemplo cuchillas, ba
rras, elementos acanalados) para facilitar la separacidn del
gas de la superficie, por ejemplo segun se describe en las so-
licitudes del Reino Unido Nos. 44682/73 y 29683/74 (publicadas
como Memorias de Patente Belga No. 820295). Tales dnodos metd-
licos, cuando se fabrican de un metel formador de pelicula,
por ejemplo titanio, son relativemente costosos de fabricar en
comparacidn con dnodos de placa sdlida. ?or otra parte, los
dnodos de placa sdlida presentan un nuevo:inconveniente por el
hecho de que la conductividad eldctrica rélativamente escasa
un metal formador de pelicula puede conducir a una exigua efi-
caclia de corriente en la cdlula. En ciertas cdlulas de dia-
fragma, la corriente es conducida a la parte inferior del dno-
do, ¥y en razdn de la conductividad eldctrica relativamente es-
casa del titanio, se produce una congiderable caida de tensidn
desde la parte inferior a la parte superior del énodo. Esta
caida de voltaje puede dar lugar a una reduccidn.en el coefiw-
ciente de rondimiento de la corriente produciendo una mala dig
tribucidn de dsta en el espacio intermedio 4nodo/cdtodo.
Hemos ideado ac:bualmente un 4dnodo que tiende a obviar

o0 mitigar este inconveniente asociado con los dnodos citados
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‘anteriormente.

Segdn‘la presente invencidn, se proporciona un dno=-
do que comprende dos grupos de elsmentos alargados esencialmen
+te paralelos fabricados de un metal formador de pelicula q.
aleacidn del mismo que lleva en al menos parte de sus superfi-

_cies un revestimiento electrocatalfticsmente mctivo, extendidn

dose los elementos de cada grupo en planos separados ¥y estando »

conductivamente eldctricamente conectados entre sI y extendiéns
dose en sentido horizontal desde el punto de conexidn, encardn-
doge respectivemente los planos y divergiendo entre si con un
aumento en la distancia a partir del punto de conexidn. |

Segin otro aspecto de la pfesenteiinvéncidh, ge pro-
porciona una cdlula electrolitica que comprende una pluralidad
de dnodos, una pluralidad de cdtodos y diafragnmas que ergrap
los €nodos y los cdtodos en la cuel cada dnodo es segin la in=-
vencidn y en la cual el espacio intermedio énodo/béfodo de dno
dos y cdtodos contiguos disminuye desde la parte inferior de
log 4nodos, donde se hallen conectados los elementos alargados
que comprenden ésfos, a la parte superior correspondiente.

Ios planos de los Z4nodos son esenciazlmente rectangula
res 0 cuadrados, y los elementos alargados que definen &n bor-
de de un plano se hallan conductivemente eléctricamente conec—
$ados a los elementos gque definsn un borde del otro plano, de
tal manera que los dos planos divergen de los bordes que estdn
conectados. ] ‘

Los elementos alargedos pueden presentar conveniente-
mente la forma de ldminas, barras, alambres o elementos acana-
lados en forﬁa de U o forme semicilindrica, o de placas ranura

das. Se prefiere que tales elementos alargados sean en forma

de alambres, o a modo de placas ranuradas, en especial placas
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‘épersianadas. Lag estructuras apersianadas se producen conve-
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nientemente & partir de una gola ldmina de metal formador de pg
1fcule presionando con una herramienta renuradora y formadora.
Lag estructuras apersianadag asi obtenidas pueden volverse, con
venientemente en dngulos rectos respecto al plano original de
la ldmina metdlica formadora de pelfcula, pero pueden inclinar
ge con respecto a dicho plano, si se desea, d bien pueden arrd
llarse formando una sgerie ae elementos aproximademente semici--
1lfndricos que alternen con las ranuras a partir de las cuales
ge ha presionado el metal que lags forma. Las estructuras aper-
sianadas se hallan con prefsrencia inclinadas en un dngulo de
60° con respecto 2l plano de la ldmina.

Los planos de los elementos alargados que comprenden
los 4nodos se unen preferentemente entre si montdndolos sobre
w soports, por e jemplo montdndolos sobre una pieza de puente
de un metal formador de pelicula, por ejemplo titamnio. Ia pie
za de pusnte presenta convenienteménte la forma de un bloque
rectanguler que puede unirse a los planos de los elementos alap
gados por cualquier medio conveniente, por ejemplo soldadura
de costuras resistente.

Bl 4nodo puede conectarse mecénica y eldctricamente
a la placa de base de la cdlula, por ejemplo una placa de un
metal formador de pelicula tal como titanio, por cualquier mé-
todo conveniente, por ejemplo mediante soldadura de espdrragos

mediante descarga ds condensador o soldadura al arco de argdn.

Los 4dnodos pueden montarse dirsctamente sobre la placa de base,

pero se montan mds convenientemente sobre espdrragos de un me-!

| tal formador de pelfcula (por ejemplo titanio) que van ya mon~

tados sobre la placa de bass, halldndose los espdrragos dispueé

t0os en hileras paralelas sobre la placa de base y estando sepgf
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‘rados entre sf en cada hilera. Tales espdrragos se montan

.diante goldadura al arco de argdn sobre los espdrragos qus ya

convenientemente sobre la placa de base por medio de soldadursa
de espdrragos por descarga de condensador. En una forma espe-
cialmente preferida, se montan los dnodos sobre una pieza puen

te descrita anteriormente y luego se monta €sta por e jemplo me

han gido pre-montados gobre la placa de base. IlLa placa de ba-
se formadora de pelfcula puede a su vez estar conductivemente
unida a una placa de hierro 0 acero, por ejemplo una placa de
acero suave que sirva a modo de conductor proporcionando un re
corrido de flujo eldctrico de escasa resistencia entre los éng
dos y conectadores de cobre f£ijados mediante pernos a un borde
laterel de la placa de hierro o acero.

En egta memoria descriptiva, por "un metal formador
de pelicula" gse da a entender uno de .los.metales titanlo, cir-
conio, niobio, tantalio o tungsteno o una aleacidn consistente
principalmente en uno de estos metales y que-posea propiedades
de polarizacidn anddica que sean comparables a lag del metal
puro. Se prefiere utilizar titanio solo o una aleacidn basgada
en titanio y con propiledades de polarizacidn comparables a las
del titanio. Ejemplog de tales aleacionss son aleaciones de
titanio-circonio que contengaﬁ hasta 14 % de circonio, aleacip
nes de titanio con hasta 5 % de un metal del grupo piatino, tal
como platino, rodio o iridio y aleaciones de titanio con niobio
o tdntalo que contengan hastz 10 % del constituyente aleativo.

El revestimiento electrocataliticamente activo es un
revestimiento conductor que es resistente al ataque electroqui
mico pero es activo en cuanto a transferir electrones entre el
electrdlito y el 4nodo. '

El material electrocataliticamente activo puede con-
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tino, como por ejemplo platino, rodio, iridio, rutenio, osmio

.y paladio, y aleaciones de dichos metales y/u dxidos correspon

.por ejemplo renio, tridxido de renio, magnetita, nitruro de ti

-7-

dientes, u otro metal o m compuesto que funcione como €nodo y

sog resistente a la disolucidn electroguimica en la c¢dlula,

tanio y los boruros, fosfuros y siliciuros de los metales del
grupo platino. Bl revestimiento puede consistir en uno o va-
rios de los referidos metales del grupo platino y/u dxidos co-
rrespondientes en mezcla con uno o varios dxidos ﬁetélicos no
nobles. Como alternativa, puede consistir en uno o varios dxi
dos metdlicos no nobles solos o una mezcla de uno o varios dxi
dos de metales no nobles y un cloruro de metal no noble como
catalizador de descarga. Ios-dxidos de metales no nobles son,
por ejemplo, dxidos de los metales formﬁdores de pelfcula (ti-
tanio, circonio, niobio, tantalio o tungsteno), didxido de es~
taflo, didxido de germanio y dxidos de antimonio. Ios catalizg
dores de descarga de cloro apropiadog incluyem los difluoruros
de menganeso, hierro, cobalto, nfquel y mezclas respectivas.
Los revestimientos electrocataliticamente activos eg
pecialmente 1ddneos segin la invencidn comprenden el propio
platino y los basados en didxido de rutenio/didxido de titanio
y didxido de rutenio/didxido de estafio/didxido de titanio.
Otros revestimientos apropiados incluyen los que se
describen en nuestra patente del R.U. No. 1402414 y solicitud
de patente del R.U. No. 49898/73 (patente belga No. 149867) en
las cuales se embebe un material refractario particulado o fi-
broso no conductor en una matriz de material electrocatalitica

mente activo (del tipo descrito anteriormente). ILos materia-

les no conductores particulados o fibrosos incluyen dxidos,



10

15

25

30

.sflice, dxido de torio, didxido de titenio, Jdxido eérids, dxi~

.mulita (A1203)3 (5102)2 _/y silicato de zirconio, vidrio, sili

carburos, fluoruros, nitruros y sulfuros. Los dxidos,aproiia—
dos (incluidos dxidos complejos) comprenden zirconia, alumina,

do de hafnio, pentdxido de ditdntalo, aluminato de magnesio
(por ejemplo espinela Mgp.AlQOB) aluninosilicatos / por ejempl

cato cdleico /por ejemplo belita (Ca0),S8i0, 7, eluminato cdl
cico, titanato cdlcico (por ejemplo perovskita CaTio3), atapul
gita, caoclinita, asbesto, mica, codierita y bentonita; los sul
furos apropiados incluyen trisulfuro de dicerio; los nitruros
apropiados incluyen nitruro de boro y nitruro de silicio; y
los fluoruros apropiados incluyen fluworuro cdlecico. Un materis
refractario no conductor preferido lo constituye una mezclae de
silicato de zirconio y zirconia, por ejemplo particulas de si-
licato de zirconio y fibras de zirconia. i
Los dnodos pueden prepararse mediante la tdcnica de
pinture y coccidn, en la cual se forma un revestimiento“ée me-
tal y/u dxido metdlico sobre la superficie del dnodo aplicendo
una cepa de una composicidn de pintura que comprende compues-—
tos térmicamente descomponibles de cada uno de los metaleé que
han de configurar en el revestimiento acabado en un vehiculo
1fquido a la superficie del dnodo, secando la capa de pintura
evaporando el vehfculo liquido y despuds cociendo la capa de
ﬁintura mediante aplicaci§n de calor al 4nodo revestido, con-—
venientemente a 250°C a 800°C, para descomponer los compuestos
metdlicos de la pintura y formar el revestimiento deseado.
Cuando han de embeberse en el métal y/u dxido metdlico delvre-

vestimiento particulas o fibras refractarias, pueden mezclarse

las particulas o fibras refractarias en la citada compgsicidn'-

8 -

W

 and

de pintura antes de aplicarla al 4nodo. Alternativamente;;las

t
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‘partfculas o fibras refractarias puedeh aplicarée & una capsa

cusntra todavia en estado fluido sobre la superficie del dnodo,

‘ yen los fabrigados de asbesto o un material polimérico orgdni-

-9_

de la mencionada composicidn de pinturs mientras dsta se en~-

siendo despuds secada la capa de pintura mediante evaporac;dh
del vehfculo liquido y cocida en la forma corriente.

Los electrodos revestidos se forman preferentemsnte
aplicando una plu&alidad de capas de pintura sobre el dnodo,
secdndoge y cocidndose cada capa entes de aplicar la sigulente.

El c4todo puede convenientemente presentar la forma
de una ldmina de metal perforada o tamiz metdlico. EL cdtodo
eg con preferencia de acero suave.

El dnodo puede utilizarse conjuntamente com cualquiex

diafragma de tipo corrients. ILos diafragmas apropiados inclu-

co sintdtico, por ejemplo politetrafluoroetileno o fluoruro de
polivinilideno. '

El espacio intermedio énodé/bétodo se halla convenien
temente comprendido en los limites de 3 a 10 mm, en la parte in
ferior de los dnodos, y de O & 6 mm en la parte superior corzeg
pondiente, siempre que el espaclo intermedio en la parte infe~
rior sea mayor que en la parte superior.

Ia invencidn es especialmente aplicable a cdlulag de
diafragma utilizesdas para la fabricacidn de cloro e hidrdxidos
de metal alcalino mediante electrdlisis de soluciones acuosas
de cloruro de metal alealino, por ejemplo en cédlulas de diafr:i

ma que fabrican cloro y didxido de sodio a partir de solucion

de cloruro sddico.
A tftulo de ejemplo, se describe a continuacidn una

forma de realizacidn de la invencidn con referencia a los pla-

nos anexos, en log ouales:
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la figura 1 es una vista esquemdtica de un dnodo apep
sianado inclinsdo, segin la invencidn;

la figura 2 es un alzedo de extremo del 4nodo eper-
gianado de la figura 1 en combinacidn con un elemento espascia-
dor; '

la figura 3 es una seccidn tomada @ lo largo de la
linea A-A de la figurs 1;

la figura 4 es un alzado extremo'en seccidn de wn |
dnodo de alambre inclinado segin la invencidn en combinacidn
con un elemento egpaciador cusando se monta sobre la placa de
base de una cdlula;

la figura 5 es un alzado en seccidn de un dnodo de
glambre inclinado segin la invencidn en combinacidn con un elg
mento espaciador cuando se monta indirectamente sobre la placa
de base de una cdlula.

Ré:ﬁ'iriéndonos a las figuras 1-3 de los planos, el
dnodo comprende un per de placas de dnodo fabricadas de tite-
nio y qus poseen una pluralidad de estructuras apersianadas
verticales 2. Las estructuras apersisnadas 2 se forman presip
nendo con una herramienta ranuradora y formadora a partir de
une sola lémina de titanio (de un tamafio que corresponde a las
dimensiones totales del dnodo).

Las placas de dnodo apersianadas son revestidas por
dmbosg lados con un material electrocataliticamente activo, por
ejemplo un revestimiento que comprenda dxido de rutenio y did-
xido de titanio.

Las placas 1 se hallan inclinadas (como se mussira

en la figura 2) de forma que la separacidn de las mismas aumep
ta desde la parte inferior del dnodo hasta la parte superior. %

|
Lz oélula comprende una pluralidad de tales 4nodos en disposi—l
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.de la mitad superior de los dnodos, dando lugar por ende & una

cidn paralele (no representeda) de tal manera que los espdecios

intermedios 4nodo/cdtodo de 4nodos y cdtodos contiguos dieminu

rior correspondiente, segin la invencidn. Esto reduce conve-~

nientemente la resistencia electrolitica en las proximidades

digtribucidn de corriente mds uniforme. Cada par de placas de
dnodo 1 va soldado por costuras de resistencia en sus extremos
inferiores 2 piezas de puente de titanlo 3. ITas piezas de
puente de titanio 3 van soldadas por arco de argdn a espdrra-
gog de titanio 4 que han sgido previamente montados, por e jem—
plo mediante soldadura de egpdrragos por descarga de condensa-
dor a una ldmina de titanio 5 que sirve a modo de placa de ba-
se de la ¢dlula., La placa de base de titanio 5 va a su vez
conductivamente unida & una losa de acero suave (no represen—
tada) que sirve de conductor proporcionando un recorrido de
flujo eldctrico de escasa resistencia entre los dnodos 1 y co-
nectadores de cobre (no representados) fijados mediante pernos
a un bordé lateral de la losa de acerc suave.

Las placas de #nodo 1 ge mantienen en posicidn duran
te el montaj; por medio de una banda de cobertura, con prefe-
rencia de materisl pldstico, que ajusta por encime de los ex-~
tremos superiores de dichas placas. Esto sirve para evitar el
movimiento hacia fuera de las placas 1 mientras se montan los
dnodos dentro de la cdlula y reduce el riesgo de deterioro a
los diafragmas. Tras el montaje de los dnodos en la célula,
la bands de cobertura puede ser retiradaly reemplaéada; si se
desea, por un elemento espaciador 6, convenientemente 'de mate-

riel pldstico, tal como fluoruro de polivinilideno, que sirva

pare mantener parés de placas de dnodo 1 en la inclinacidn re-
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.do de rutsnio/didxido de titanio). ILas hileras son contiguss

en la parte inferior del dnodo & 0 & 6 mm en la parte superior
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querida para producir los espdcios intermedios dnodo/cdtodo de

seados. . -
Refiridndonos a las figuras 4 y 5, el dnodo compren-

de las hileras de alambres de titanio inclinadas 7 provistas

un revestimiento electrocataliticemente activo (por ejemplo &

a diafragmas 8, bor e jemplo de politétrafluoroetileno 0 agbeg-
10, las cuales son pontiguas a o se hallan depositadas sobre
cdtodos 9, por ejemplo de tamiz metdlico de acero suave. los
espdcios intermedios dnodo/cdtodo, que disminuyen de la parte |
inferior del dnodo a la parte superior correspondiente, se ha-

llan convenientemente comprendidos en los lfmites de 3 a 10 mm

correspondiente. En el dnodo de la figura 4, los alambres de
titanio 7 ven soldados por espdrragos mediante descarga de cons
densador en sus extremos inferiores & la placa de base de titén
nio 10. En el dnodo de la figura 5, los alambres de titanio 7
van soldados por resistencia o soldados por arco de argdn a
una pleza de puente de titanio 11, ¥y la pileza de puente 11
va soldada por resistencia o soldada por arco de argdn a espéd-
rragos de titanio 12 que son premontados sobre la placa de ba-
se 10, por ejemplo mediante soldadura de espdrragos por descar
ga de condensador. '
Los alambres de titanio 7 se mantienen en posicidn
durante el montaje mediante una banda de cobertura (no represen
tada), con preferencia de material pldstico, y despuds del mon|
taje se retira la banda de cobertura y se reemplaza por un elg)
mento espaclador 13, convenientemente de un material pldstico,
tal como fluoruro de polivinilideno, que sirve para mantener

los parss de alambres 7 en la inelinacidn necssaria.
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La invencidn fud aun mds ilusirada mediante el si~
guiente Ejemplo:

.EJEMPIO ) )

Una ecdlula de diafragma fud provista de un par de
énodos apersianados de titanio inclinados segin la invencidn,

.un cdtodo do tela metdlica de acero suave y wa diafragma de
politetrafluoroetileno. E1 espacio intermedio #nodo/cdtodo
era de 6 mm en la parte inferior del 4nodo ¥y 3 mm en la parts
superior correspondiente. El diafragma de politetrafluworoceti-
leno fud preparada calandrendo una mezcla de una dispersidn
acwosa de politetrafluoroetilemc, didxido de titanio y almiddn
¥y retirando posteriormente el almiddn mediante extraccidn elecH
trolftica in situ en la cdlula.

La cdlula £ué alimentada con salmuera de cloruro sd-
dico (en una concentracidn de 310 g/litro). Se hizo pasar una
corriente de 400 amperios a través de la cédlula, que correspon
dfa a una dengidad de corriente de 2,0 Km/hz comparada con el
droa efectiva del diafragma. El1 voltaje funcional de la cdlu~
la fud de 2,96 voltios. 3E1 cloro producido contenfa 93,05 %
de cloro y menos de 2,0 % de oxfgeno. E1 hidrdxido sddico
aouoso producido contenfa 10 % en peso de Na0H. ILa célulg fun
ciond con un coeficiente de rendimiento de corriente de 96,0%

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,
as{ como la manera de realizarlo en la prdctica, debe hacerse
constar que las disposiciones anteriormente indicadas son sus-

ceptibles de modificaciones de detalle en cusnto no alteren su

prineipio fundemental.
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REIVINDIOACTONES

1.- Perfeccionamientos en célalas electroliticas, ca-
racterizados porgue las células se forman por una pluralidad de
énodos, una pluralidad de cétodos y diafragmas que separan los
énodos y los cétodos, estando constituidos dichos dnodos por
dos grupos de elementos alargados esencialmente paralelos fabril
cados de un metal formador de pelicula o aleacién del mismo que

lleva en al menos parte de sus superficies un revestimiento ele

10

trocatali{ticamente activo, extendiéndose los elementos de cade
grupo en planoé separados y estando conectados entre si eléctri
camente conductivamente y extendiéndose en sentido horizontal
desde el punto de conexién, encardndose entre si los planos y
divergiendo uno del otro con un aumento en la distanciz. desde
el punto de conexién; y porque el espacio intermedio 4nodo/céto
do de fnodos y cétodos contiguos disminuye desde la parte infe
rior de los dnodos, dondellos elementos alargados que compren—
dén los 4nodos van conectados a la parte superior de &stos.

2.~ Perfeccionamientos segﬁn la reivindicacién 1, ca
racterizados porqﬁe los 4nodos van montados directamente sobre
la placa de base de la célula,

3.~ Perfeccionamientos segln la reivindicacién 1, ca-|
racterizados porque los 4nodos van montados sobre espirragos de
un metal formador de pelicula o aleacién respective, cuyos es-
pérragos han éido premontados sobre la placa de base de la cé-
lula. '

4,~ Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 2
'6 3, caracterizados porque la placa de base es de un metal for-
mador de pelicula o aleacién respectiva.

5.~ Perfeccionamientos segiin cualquiera de las reivin
dicaciones 1 a 4, caracterizados porque el metal formador de
pelicula es titanio,
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6.~ Perfeccionamlentos segin euaiquiera de las rel-

vindicaciones 1 a 5, caracterizados porque el espacio interme-

mnm en la parte inferior de los dnodos de O — 6 mm en la parte~
superior correspondiente. :

T.~ Perfeccionamientos segin cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 6, caracterizados porque el cdtodo es de tela
metdlica de acero suave.

8.~ Perfeccionamientos segiin cualquiera de les rei-
vindicaciones 1 a 7, caracterizados porque el diafragma compren
de asbesto,

‘ 9+~ Perfeccionamientos segiin cualquieras de las rei-
vindicaciones 1 & 7, caracterizados porque el diafragma compren
de politetrafluoretileno o fluoruros de polivinilideno..

10,~ Perfeccionamientos segtin le reivindicacién 1,

res o cuadrados, ¥y los elementos alargados que definen un bor-
de de un plano estdn conectados eléctricamente conductivamente
a los elementos que definen un borde del otro plano de tal ma-
nera que los dos plaenos divergen a partir de los bordes que es+
tén unidos.

1l.~ Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 1
6 10, caracterizados porque cada plano comprende hojas metdli-
cas, barras, alambres, elementos acanalados en forma de U o'fox
ma semicilindrica o placas ranuradas, |

12,~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 11,
caracterizados porque los elementos alergedos de las placas
ranuradas presentan forma de estructuras épersianadas.

13.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 12,
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presionando a partir de una iémina de un metal fcrmador de pe-
licule o aleacién respectiva.

14.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 11,
caracterizados porqﬁe las estructuras apersienadas se hallan
inclinadas 602 respecto al plano de la ldmina,

15.~ Perfeccionamientos segin cualquiera de las rei-
vindicaciones 10 a 14, caracterizados porque los'planos de los
elementos alargados se unen entre si mediante montaje sobre un
soporte,

16 .~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 15,.
caracterizados porque el soporte lo constituye una pieze de
puente de un metal formador de pelicula o aleacidén correspon~
diente,

ZL’}.--~ Perfecolonamientos segin cualquieras de las rei-
vindicaciones 10 a 16, caracterizados porgue el metél formador
de pelicula es titanio., '

18,- Perfeccionamientos segin cualquiera de las rei-
vindicaciones 10 a 1%, caracterizados porque se reviste el dno
do con una mezcla de un 6xido de metal del grupo platino y un
8xido de metal formador de ﬁelieula.

19.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 18,
caracterizados porque el dnodo se reviste con una mezcla de
6xido de rutenio y diéxido de titanio.

20,~ Perfeccionamientos en células electroliticas,
tal y como queda sustancialmente descrito en la presente Memo-

™ia.
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